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Abstract :

Depuis une vingtaine d’année les nanofils des semiconducteurs suscitent un intérét majeur pour des applications diverses grice a
leurs propriétés optoélectroniques particuliéres. Dans le domaine du photovoltaique ils présentent aussi un atout majeur. La
combinaison du fort coefficient d’absorption des semiconducteurs III-V et le faible colt des substrats de silicium permettraient la
réalisation des cellules photovoltaiques a faible coit et  haut rendement. C’est dans ce contexte que s’est déroulé cette these qui
visait le développement des dispositifs a base des nanofils 111-V pour le photovoltaique. Dans une premiére partie, les techniques de
nanofabrication pour la réalisation des dispositifs a base d’ensemble de nanofils pour les cellules photovoltaiques sont présentées.
Ensuite, la fabrication et la caractérisation de dispositifs a base d’ensembles de nanofils de GaN pour les applications
photovoltaique sont permis d’ouvrir la voie au développement des cellules solaires tandems d’InGaN/Si. Dans la suite des travaux
on a étudié la croissance des nanofils de GaAs du type cceur-coquille sur Si ainsi que les étapes technologiques pour la fabrication
des dispositifs a base d’ensemble de nanofils dans 1’optique de préparer le terrain pour la réalisation d’une cellule tandem I11-V sur
Si. Enfin la croissance et la caractérisation électro-optique des nanofils contenant des jonctions axiales de GaAsP crus par la
méthode VLS-EJM a permis de déterminer le type de dopage et 1’optimisation de la structure en vue d’obtenir un effet
photovoltaique.
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